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摘要(译)

一种制造多晶硅层的方法，包括：在衬底上形成非晶硅层;使用结晶诱导
金属将非晶硅层结晶成多晶硅层;形成与多晶硅层的上部或下部区域接触
的金属层图案或金属硅化物层图案，所述多晶硅层的上部或下部区域对
应于除多晶硅层中的沟道区域之外的区域;对基板进行退火，以使存在于
多晶硅层的沟道区域中的结晶诱导金属吸收到具有金属层图案或金属硅
化物层图案的多晶硅层中的区域。因此，可以有效地去除存在于多晶硅
层的沟道区中的结晶诱导金属，因此可以制造具有改善的漏电流特性的
薄膜晶体管和包括该晶体管的OLED显示装置。
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